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１．概要（Summary） 

近年スピントロニクス分野では、磁性体薄膜などで生じ

る特異な物理現象を用いたデバイスの開発が盛んである

が、その中でも YIG はその物理的特性から広く使われる。

今回、産業技術総合研究所ナノプロセシング施設を利用

し YIG成膜を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

スパッタ成膜装置(芝浦)、X線回折装置(XRD) 

 

【実験方法】 

YIG (Y3Fe5O12)をスパッタにて SiO2/Si基板上に堆積

した。成膜は、RFパワー200 W、圧力 0.4 Pa、Ar 98 %, 

O2 2 % の雰囲気下で行った。 

スパッタ時間は 10 分、20 分、40 分とし、分光エリプソ

メーター膜厚を見積もり、成膜レートを算出した。レートは

0.3 Å/sであった。 

次に成膜した試料を大気雰囲気下で熱処理した。熱処

理温度は 825℃で、時間は 200 secである。 

これら試料を XRDで分析した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1, 2に XRD測定の結果を示す。熱処理を行った

試料は低角 30°付近に新たなピークが生じており(Fig. 2

矢印)、これは、YIG の結晶化が進んだことによるものと考

えられる。 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

６．関連特許（Patent） 
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Fig. 1 XRD spectrum of YIG/SiO2/Si 

thin film without annealed. 

Fig. 2 XRD spectrum of YIG/SiO2/Si 

thin film with annealed. 


